Diyot

Diyot, transistor, tiimlesik (entegre) devreler ve isimlerini
buraya sigdiramadagimiz daha bir¢ok elektronik elemanlar,
yari iletken malzemelerden yapilmislardir.

Bu kisimdaki en onemli konulardan biri, iki farkli yam
iletkem malzemelerden meydana gelen PN yapisidir. Bu yapi
yukarida saydigimiz veya sayamadigimiz bircok elektronik
elemanlarin temel tasidir.

PN yap1 disaridan uygulanacak gii¢c kaynaginin baglantisina
gore elektrik akimini bir yonde iletirken, iletken; diger yonde
elektrik akimi iletmezken, yalitkan olmaktadir.
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Sonuc

Elektrik akimini kolaylikla ileten malzemelere iletken denir. Bunun
nedeni bu malzemelerin valans elektronlarinin olmasidir.

Uygulanacak en kii¢tiik bir enerji kaynagi ile (pil, 1s1, glines enerjisi gibi)
bu elektron serbest hale gecmektedir.

iletken malzemeler,” AEg Oh Al Ogl h gbi i I hh ATl |
malzemelerdir.
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N tipi malzeme

Saf
= N (Negatif) tipi
Aarsenik, ‘ veya ‘ malzeme
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Arseni k, Fosfor ve Anti muan gi bi el eme

tane valans elektron bulunur.
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Bu kisimda daha once anlattigimiz P ve N tipi katkil
yari1 iletkenleri bir araya getirip, elektronikte cok sik
kullanilan bir PN Baglantisini (PN Junction)
inceleyecegiz. Bu baglanti sekli kullanilan tiim yar
iletken malzemenin (diyot, transistor, FET vs...) temel
yapist olup iyi anlasilmasinda fayda vardur.
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~—PN baglantisina disaridan hicbir sekilde enerji kaynag:
uygulanmiyorsa, bu duruma polarmasiz PN birlesimi

PN baglantisina disaridan herhengi bir sekilde enerji
kaynag1 uygulaniyorsa, PN yapiya polarmali PN
birlesimi

Polarmali PN yapinin iletken olma durumuna, dogru
polarma

Polarmali PN yapinin yalitkan olma durumuna, ters
polarma
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P s nol o el o imERdeen il o
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PN baj |l andtog dmolarma i - iPmucuna pozitif, N ucuna negatif

gerilim verilir. Do J mpalarmadaPN b aj | an & le eakman.

PN baj | antére podarma i - iPnucuna negatif, N ucuna pozitif
gerilim verilir. Ters polarmadaPNb aj | a n a le eaknmaz.
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Coz iulnd

k e kl1i2b de verilen devrede
lleriy © a k é(0rbeA veya 500
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20V = (500 mMAX R) + 0.7V
ifadesinden, Rd e ] er |

R = = 38.6 kW olarak bulunur.
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Sekil 1.26 da verilen devrede

ol abi | mesi Il ¢cin V2 kaynagl!l nin
bulunuz?
CO0z Uln2
k e k1.2b da verilen devrede DI R D2
diyotlar ser| olarak ) o )
kull anél méxl ar dél+
Dol aijegs é = = 1oy
V,=(0.7V +0.7V) + (1 mA X | ,
2 kW) + 10 V = 13.4 V olarak =
bulunur.
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= 2k —— k%
2 mA 0.5 mA

10V =V, = 0.7V + (2mA X 2K) | v, — (-2V) = 0.7V + (0.5mA x 1K)
10V -V, = 4.7V Vo EV =120V
10V - 4.7V =V, V,=-2V+12V

53V =V, V.- 08V




